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   Ｃ２３Ｃ  16/40     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/52     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  21/314    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  16/40    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ  21/314   　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月1日(2011.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記酸化マンガン膜が、ＭｎＯの層、ＭｎＯとＳｉＯｘとの混合層、Ｍｎ（ＯＨ）２と
ＭｎＯとの混合層、及びＭｎ（ＯＨ）２の層の少なくともいずれか一つを含むことを特徴
とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の酸化マンガン膜の形成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　前記酸化マンガン膜の成膜法が、熱ＣＶＤ法であることを特徴とする請求項７から請求
項９のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
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